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Äружинін À. Î., Ìар’ямова І. É., Êутраков Î. Ï. Äатчики механічних 
величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук 
À3Â5.— Ëьвів: Âидавництво Ëьвівської політехніки, 2015.

Пðîàíàëізîâàíî фізèчíі îñíîâè ñòâîðåííÿ íàïіâïðîâідíèêîâèõ òåíзîðåзèñòèâ-
íèõ дàòчèêіâ мåõàíічíèõ âåëèчèí. Нàâåдåíî õàðàêòåðèñòèêè òåíзîðåзèñòîðіâ íà 
îñíîâі íèòêîïîдібíèõ êðèñòàëіâ êðåмíію, ãåðмàíію òà ñïîëóê А3В5 òà ðåзóëьòà-
òè дîñëіджåíь âïëèâó åëåêòðîííîãî îïðîміíåííÿ íà âëàñòèâîñòі íèòêîïîдібíèõ 
êðèñòàëіâ êðåмíію. Рîзãëÿíóòî òåõíîëîãічíі îñíîâè âèãîòîâëåííÿ дàòчèêіâ 
мåõàíічíèõ âåëèчèí íà îñíîâі íèòêîïîдібíèõ êðèñòàëіâ êðåмíію дëÿ ðізíèõ òåм-
ïåðàòóðíèõ діàïàзîíіâ, à òàêîж їõ êîíñòðóêòèâíі îñîбëèâîñòі. Оïèñàíî дàòчèêè 
òèñêó ðізíîãî ïðèзíàчåííÿ òà їõíі õàðàêòåðèñòèêè, à òàêîж дàòчèêè зóñèëëÿ і 
ïðèñêîðåííÿ. Рîзãëÿíóòî мîжëèâîñòі ñòâîðåííÿ бàãàòîфóíêціéíèõ дàòчèêіâ дëÿ 
âèміðюâàííÿ мåõàíічíèõ і òåïëîâèõ âåëèчèí.
Äëÿ íàóêîâèõ, іíжåíåðíî-òåõíічíèõ ïðàціâíèêіâ і ñòóдåíòіâ, ÿêі íàâчàюòьñÿ зà 
íàïðÿмîм “Міêðî- òà íàíîåëåêòðîíіêà”, à òàêîж шèðîêîãî зàãàëó ñïåціàëіñòіâ ó 
ãàëóзі ñåíñîðíîї åëåêòðîíіêè òà міêðîåëåêòðîíіêè.
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Ìінаєв Б. Ï., Стахіра Ï. É., Черпак Â. Â. Îрганічна електроніка.— 
Ëьвів: Âидавництво Ëьвівської політехніки, 2015.

Нàâåдåíî îñíîâíі ïîñòóëàòè êâàíòîâîї мåõàíіêè дëÿ îðãàíічíîї åëåêòðîíіêè. Оïè-
ñàíî бàзîâі ñòðóêòóðè òà îñîбëèâîñòі фóíêціîíóâàííÿ íàíîðîзміðíèõ åëåмåíòіâ, 
ïðèñòðîїâ åëåêòðîííîї òåõíіêè: ñîíÿчíèõ фîòîåëåмåíòіâ, ñâіòëîâèïðîміíюâàëьíèõ 
ñòðóêòóð, òðàíзèñòîðíèõ ñòðóêòóð, ñåíñîðіâ òîщî. Рîзãëÿíóòî фізèêî-õімічíі îñíî-
âè òåõíîëîãії ñòâîðåííÿ åëåêòðîííèõ ñòðóêòóð îðãàíічíîї åëåêòðîíіêè.
Пðèзíàчåíî дëÿ ñòóдåíòіâ òà àñïіðàíòіâ, ÿêі íàâчàюòьñÿ зà íàïðÿмîм åëåêòðîíіêè.


